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１．概要（Summary） 

フラーレン(FLN)は、溶媒への可溶性、紫外線吸収

特性、電子受容性等の様々な特性を有しており、高い

エッチング耐性や低LWR (Line Width Roughness)を

達成するレジストとして使用されることが期待され

ている。一方で、FLN の有する高い電子捕捉能が、

感度の低下を招くことが懸念される。一般に、FLN

の電子捕捉能を低減させるために、π共役を縮小する

手法が取られており、今回、我々はフェノール多付加

FLN 誘導体を主剤に用いたポジ型化学増幅型レジス

トを用いて、EB 感度に対する FLN 誘導体の合成条

件の影響を調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

フラーレン C60(フロンティアカーボン社製)に対し

て塩化鉄(III)を用いて、フェノールを反応させた。従

来の合成法に対し、後処理、精製工程に変更を加え、

FLN 誘導体(A)を合成した。再現性を確認するため、

同様の合成方法でフェノール誘導体(B)を合成した。

各誘導体に対して、水酸基を嵩高い 3級エステルで保

護したもの(保護化率 30～50%程度)を主剤として用

い、光酸発生剤(PAG)と Quencher を添加し、ポジ型

の化学増幅型レジストを調製し、次のような手順で感

度評価を行った。 

① レジスト溶液調製 

主剤に対して PAG（みどり化学製：BBI-109）20wt%、

Quencher (トリオクチルアミン) 3wt%、溶媒として

PGMEA／シクロヘキサノンを用いてポジ型レジス

トを調製した。スターラーにて攪拌後、フィルター(0.1

μm)にてろ過した。 

②塗膜条件 

 Si基板を HMDS処理し、膜厚約 60nmになるよう

にスピンコートし、ホットプレートにて 110℃で 90

秒加熱した。 

② 露光条件 

 使用機種：日本電子製 JBX-6300JSを使用した。 

④現像・リンス 

 NPD-18で 30秒現像し、純水にて 30秒リンスした。 

⑤感度評価 

 段差計を使用し、10μmパターンにおける膜減り量

から感度曲線を作成した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

後処理、精製工程を変更することにより、感度を大

幅に改善することに成功した。これは主に、感度を悪

化させる要因となっていた低付加体および官能基を

除去できたことによるものと考えられる。また再現性

についても問題なく確認できた。今後、合成方法の更

なる検討が必要である。 
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フラーレン誘導体 感度 (mC/cm2)

誘導体A 215

誘導体B 200

従来法フェノール多付加体 375


